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Abstract (Aim, Use
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Ni基超合金Alloy 718の疲労限度，特にねじり疲労限度に及ぼす微小欠陥の影響に
ついては不明な点が多い．本研究では，種々の大きさの人工微小欠陥を導入した試
験片を用いてねじり疲労試験を行い，上記の影響を系統的に明らかにすることを目
的とする．疲労き裂を容易に発生させるためには先鋭な人工欠陥を用いることが適
しているが，放電加工やマイクロドリルを用いた切削加工により先鋭な欠陥を試験
片に導入することは困難である．そこで九州大学のデュアルビームFIB-SEM加工装
置を用い，放電加工によりあらかじめ導入した人工欠陥を先鋭化した．

実験
Experimental

直径6.5 mmの丸棒状試験部に放電加工により微小なスリット状の人工欠陥（表面
長さ150 μmおよび500 μm）を導入した．次にこのスリット先端をデュアルビー
ムFIB-SEM加工装置で先鋭化した（図1参照）．この試験片を用い，応力比−1，試
験周波数50 Hzのもと室温・大気中にてねじり疲労試験を行った．

結果と考察
Results and Discussion

欠陥寸法の大小に関わらず，欠陥から発生した疲労き裂の停留条件によって疲労限
度が決定されていたが，疲労き裂の停留様式は欠陥寸法によって異なっていた．寸
法の小さな欠陥材においてき裂はせん断型で停留していたが，寸法の大きな欠陥材
においては開口型き裂の進展下限界条件によって疲労限度が決定されていた．今後，
この違いについて破壊力学的アプローチにより考察を行う．

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図1 FIB加工により先鋭化された人工欠陥
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